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いない。本研究では. Se -Te 合金の中に純粋SeおヽよびＴｅも含めているが，
実質的には,Ｔｅはほとんど研究対象にしておらず，そのため第１章でも, Te
に関しては必要最小限言及するにとどめた。
















































































































































































































































































































　Seは, 1817年, J. J. Berze 1 iusによって発見され，硫黄によく似た物
質として研究が重ねられてきた。
　Seの電気的性質に関する研究としては，非品質Seが非常に高抵抗である
ことが, J. J｡Be r z e 1 i us , P. R i e s sによって報告されたのが最初であり，
その後1851年に.J.W.Hi t tor fがSeの抵抗は温度とともに拡少するという
半導体的性質を明らかにしている。さらに, 187ろ年には, W. Smi thにより
光伝導の現象が発見され, 1876年, W.G.AdamsとR.E.Dayが光起電力の現
象を観測した。翌1877年,イBraumがその整流性を確かめ. 188ろ年. C.E.


































































































同じである。格子定数はa = 4. 44Λ, c-5.91 A,最近接原子間距離＝
























































































































































































































































































































































































































































































Ｔｅ約ろ0価以下のSe -Te ( Seを含む）単結品を作製することができ
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－Ｉにより作製した




























































































































































































洗浄後. 10-'' mmHg , 約80[]℃で空焼きをする。このアンプルのＡの部分




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　図ろ｡5には, Se －Te 合金のＸ線回折図形を示す。純粋SeおよびＴｅに対す
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い導電機構を提案し19）また，最近, Hemi 1 aは，格子不整にポテンシャルの
巨壁かできる椴松を考組したモデルを提案し45）両者ともかﾌﾞkり良くSeの電
気的性質を説明してはいるかSeの導電機構は，まだ十分には確立されていない。
　純粋Se, Te以外のS c - Te合金単結晶の電気的性質はあまり調べられておヽらず，
わずかに, NussbaumらによってＴｅ含有量の多い合金の二，三の電気的性質につ
いて調べられている程度である晋｀37）しかし，第１章で述べたように，訃もに超音波





　本研究では, Se -Te 合金の非線形導電現象を中心に，その電気的性質の
測定をおこなったので以下に述べる。
4.2　低電界における電気的性質
　本研究では, Se -Te 合金単結晶の基本的物性解明の一助に，低電界にお
ける導電率６，ホール係数Ｒｈ Ｉ･･ホー゛移動度巧,等の測定をおこたった。
4.2.1.測定方法
















































































( 4 - 1 )
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　　4＝・fio exp { i(政一ωt）｝
fa =4o exp { i (kx-ωｔ）｝








（４－１２）式を( 4-9 ) . ( 4-11 )式に代入すると，
　　－ω２β4＝－ん2 C11ぶi -euikEi
　　-ω２β4＝４２Ｃ１４ぐ3－ん２ＣＧ６４十en ikEo
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　筆者は，第２章で述べた方法で作製した, Se, Se －Te 合金おヽよぴ
Te　単結晶を使い，測定回路としては，差勁トランスを使って圧電半












































































































































余因子行列式である。（５－２１）式におヽいて) Cu ， C66の関与する項に注目し，
整理すると，






振動に対する共振周波数を測定すれば, (5-5 ), ( 5-6 )> (5-7 ),
　　　　　　　　　　　祠04－
??????
15-10), (5-11 )式より, s,.,,e・> di2, 5・, ki2,∂・, C44 ，C66が求｀まり
（ただし，∂゜＝0°，土ろ０°，６０°), ( 5-15 )～（５－２０），（５－２２），（５-２ろ）




































































































計の指針のふれは最大にたるから，その時の周波数から, ( 5-5 )式を使っ
て弾性定数を求めることができる。ただし，この時の弾性定数はS≒∂・であ











































































































































































































































ε// 肛 ε// む










Caldwel1　et　ａ１． 12.8 7.7 　　／／／
　　　z//’
/













































































































般にわたってdii > duである。また> dii . di4ともに,Ｔｅ組成の増加に対
して直線的な変化を示さず，両者ともに，Ｔｅ組成がＯ～約2596の範囲内で
は急激に波少し, diiは，Ｔｅ組成が25多で最小値di, = 0.58×10“6 C.Ｇ｡Ｓ.を
とり> di4は，Ｔｅ組成が15^で最小値du=O.ろ4 × 10-6C.Ｇ.S.となる。し
かし，Ｔｅ組成が約ろO価以上では1 dii, diiともに，Ｔｅ組成とともにほぼ
直線的に増大する。Ｓｅ単結晶の圧電定数は, dn = 2.76×IQ-'C.G.S.,
d≪ =1.57×10‾６Ｃ.Ｇ.S.であり，Ｔｅ組成80価の合金の圧電定数は) (iii=‘
ろ.I X10‘’６Ｃ.Ｇ.S.（±10?S) , di4=1.9×10-6C.Ｇ．Ｓ.（±15価）である。
　Ｈ.Ｇｏｂrｅｃｈt2o）おヽよび石黒18）は，気相成長法により作製したＳｅ単結晶






























































晶に対しては, kii =0.250, ka4=0.157で，Ｔｅ組成が80価の合金に対し
ては, ku = 0.25±10剣　ku=0.17±1596であろ。k11 ，k14は,それぞれ，
















































































































































































ぞれ. X , y , zであるような直方体のSe-Te合金を考える。この直方体













Si ―Sii Ti 十S12T2十S13T3 ―( Su十S12十Si3)T
-122-
Ｖ
S2 ― Si2 Ti 十Ｓ２２Ｔ２十S23 T3 ＝（S12十S22十S23）Ｔ










































































ここで, 9x1等は，音波の伝播方向の方向余弦を1, m, nとして次式で与え
られろ。
　　　　９１１＝--Cul-十Ｃｃ６ｍ２十Cssn^+2C56mn +2Ci5n 1 + 2Cio lm
　　　　‰２＝CI612十Ｃ２６ｍ２十Ｃ４５ｎ２十(C≪十C2S)mn十( Cl4十Csa )nl
　　　　　　　十(Cl2十C6G）lｍ
9l3 =Cl5 12 十C4snf十Ｃ。ｎ２十（Ｃ。＋Ｃ３６）ｍｎ十(Cx3十Css ) n 1
　　　＋（Ｃ１４十Csa ) lni
923=C5al2十Ｃｚｉｍ２十Cssn-十（Ｃ４４十Ｃ２３）ｍｎ十(C36十C45 ) n 1
　　　十（Ｃ２５十C46 ) lm
?22＝C6612十Ｃ２２ｍ２十C44 n ^ + 2C24m n + 2Cic n 1 + 2C2c 1m
933 =Cs5 12 十Ｃ１４ｍ２十C33n2 +2C3imn + 2C35n 1 +2C45 lm






















d15 d33 d31 k11 k14 k33
CdS 0.52 0.ろ1 0.16 0.074






水　　晶 0.07 0.02ろ 0.029 0.008
Se 2.76 1.57 0.250 0.157
SeaTeso ろ.1 １．９ 0.25 0.17















































































Se － Te 合金の圧電性は, (4)の電子分極の機構によっておヽこるものと考えら
れる。

















φ＝０° φ=１ ０° φ＝2 0° φ＝ろ0°
vl叫 V2㈲ V3(m) vj(m) v, (m) v3㈲ VI旧



















































































































































































































































































































































































































































































































φ=０° φ＝１ ０° φ．＝２ ０° φ＝ろ0°


















































































































































































































































































































































































































































































































必=０° φ＝1 0° φ＝2 0° φ＝ろ0°



















































































































































































































































































































































































































































































































９=Ｏ° φ＝1 0° φ＝20･ ｊ＝ろ0°




















































































































































































































































































































































































































































































































φ=０° φ＝1 0° φ＝2 0° φ＝ろ０°，



















































































































































































































































































































































































































































































































φ=O･ φ＝10･ φ＝．?０° φ＝3（Ty
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　Ｆ ° ３Ｚｉ 十 ｂ























































































































































































































































































































































　から, Se -Te 合金のドリフト移動度を求めたが，Seに対する値は他の方
　法で測定されている値と良く一致した（第４章）。

















8. Seの圧電定数は, dxi = 2.76×10"'C.G. S. da4= 1.57×10‾６Ｃ.Ｇ．S．
　電気機械結合係数はk11＝0.250　ki.i=0.157でありＴｅ組成80価の合金
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